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00.000.2.2.16.0757925.6

Pedido nacional de Invencdo, Modelo de Utilidade, Certificado de
Adicdo de Invencao e entrada na fase nacional do PCT

Ndmero do Processo: BR 10 2016 025606 2

Dados do Depositante (71)

Depositante 1 de 1

Nome ou Raz&o Social: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA
FILHO
Tipo de Pessoa: Pessoa Juridica

CPF/CNPJ: 48031918000124
Nacionalidade: Brasileira
Qualificagdo Juridica: Instituicdo de Ensino e Pesquisa
Endereco: Rua Quirino de Andrade, 215
Cidade: Sao Paulo
Estado: SP
CEP: 01049-010
Pais: Brasil
Telefone: 11 56270217
Fax: 11 56270103

Email: auin@unesp.br

PETICIONAMENTO Esta solicitagéo foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrénico em 01/11/2016 as
ELETRONICO 16:01, Peticdo 870160064323
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Dados do Pedido

Natureza Patente:

10 - Patente de Invencéao (PI)

Titulo da Inveng&o ou Modelo de COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE, METODO DE OBTENGAO

Utilidade (54):

Resumo:

Figura a publicar:

Dados do Procurador

DO COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE E DISPOSITIVO
ELETROLUMINESCENTE UTILIZANDO O DITO COMPOSITO

E descrita a patente de invencdo de um compdésito
eletroluminescente insollvel e de elevada estabilidade quimica apés
0 processamento, que permite depositar eletrodos produzidos a
partir de solu¢gBes tanto polares como apolares diretamente sobre a
camada ativa do dispositivo, sendo potencialmente Util para a
fabricagdo de dispositivos utilizando a técnica de impresséo gréfica,
por ndo haver seletividade com relagdo aos materiais que podem ser
depositados sobre o material ativo. Além disso, a presente invencao
descreve um processo de obtencéo de dispositivos
eletroluminescentes que emprega apenas uma etapa de
processamento, durante a qual a camada ativa do dispositivo e 0

eletrodo transparente séo obtidos simultaneamente.
1A

Procurador:
Nome ou Raz&o Social:
Numero OAB:
Numero API:
CPF/CNPJ:
Endereco:
Cidade:
Estado:
CEP:
Telefone:
Fax:

Email:

Fabiola de Moraes Spiandorello

244141SP

13521027813

Rua Faustina Barbosa Stackfleth, 149, Parque Centenario
Jundiai

SP

13214-773

(11) 992340347

spianfm@terra.com.br

PETICIONAMENTO gy solicitacéo foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrénico em 01/11/2016 as

ELETRONICO

16:01, Peti¢céo 870160064323
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Dados do Inventor (72)

Inventor 1 de 3

Nome:

CPF:
Nacionalidade:
Qualificagao Fisica:
Endereco:
Cidade:
Estado:

CEP:

Pals:
Telefone:

Fax:

Email:

Inventor 2 de 3

Nome:

CPF:
Nacionalidade:
Qualificagéo Fisica:
Endereco:
Cidade:
Estado:

CEP:

Pais:
Telefone:

Fax:

Email:

Inventor 3 de 3

GIOVANI GOzZI
30817344870

Brasileira

Professor do ensino superior
Av. 24A, n° 1515, Bela Vista
Rio Claro

SP

13500-970

BRASIL

(11) 339 37904

auin@unesp.br

RENAN COLUCCI
37412942840

Brasileira

Estudante de Pés Graduacéao
Av. 24A, n° 1515, Bela Vista
Rio Claro

SP

13500-970

BRASIL

(11) 339 37904

auin@unesp.br

PETICIONAMENTO Esta solicitagéo foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrénico em 01/11/2016 as
ELETRONICO 16:01, Peticdo 870160064323
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Nome:

CPF:
Nacionalidade:
Qualificagéo Fisica:
Endereco:
Cidade:
Estado:

CEP:

Pais:
Telefone:

Fax:

Email:

FABIO SIMOES DE VICENTE
43640451287

Brasileira

Professor do ensino superior
Av. 24A, n° 1515, Bela Vista
Rio Claro

SP

13500-970

BRASIL

(11) 339 37904

auin@unesp.br

Documentos anexados

Tipo Anexo
Comprovante de pagamento de GRU 200

Procuracéo

Portaria
Documento de Cesséo
Relatério Descritivo
Reivindicacao

Desenho
Resumo

Acesso ao Patrimdnio Genético

Nome

16AUINO40 - DEL - GRU.pdf

PROCURACAO UNESP LEOPOLDO-FABIOLA
2016.pdf

DOESP_Nomeacao_Durigan_Marilza.pdf

16AUIN0O40 - DEL - TERMO CESSAO
ASSINADO.pdf
16AUINO40 - DEL - RELATORIO
DESCRITIVO.pdf

16AUINO40 - DEL - REIVINDICACOES.pdf
16AUINO40 - DEL - DESENHOS.pdf
16AUINO40 - DEL - RESUMO.pdf

Declaracdo Negativa de Acesso - Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invencéo
ndo foi obtido em decorréncia de acesso a amostra de componente do Patrimbnio Genético

Brasileiro, o acesso foi realizado antes de 30 de junho de 2000, ou ndo se aplica.

Declaragao de veracidade

MDecIaro, sob as penas da lei, que todas as informac8es acima prestadas sdo completas e

verdadeiras.

PETICIONAMENTO gy solicitacéo foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrénico em 01/11/2016 as

ELETRONICO
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11/10/2016

Internet Banking

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP FUNDUNESP Agéncia: 0239 Conta Corrente: 13-002911-5

Convénio:

Tipo do Documento:
Nome do Fornecedor:
No. compromisso banco:

Tipo de Pagamento:
Codigo de Barras:
Valor Nominal:
Desc./Abat.:

Data de Vencimento:
Data de Pagamento:
Situacao:

No. Lista de Débito:

Autenticagdo:

Tipo de Servigo:

Complemento do Tipo de

Servico:

Emitir Aviso:

Central de Atendimento
Santander Empresarial

https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/Compromissos/COMPROMISSOS_DETALHE.asp?txtStrConv=00330239004900019792&varlmageURL=Pa ..

DETALHE DO COMPROMISSO

0033-0239-004900019792 Conta de Débito: 0239-000130027340
CNPJ CPF/CNP1] do
Fornecedor:

000009853INPI - INST. NACIONAL

1023666000200001 Z‘i’é:fe":“pmmiss" 757925/DS1 1011

BLQ Outros

00199536371000002216907579256210400000000007000

70,00

0,00 Juros: 0,00

10/10/2016

10/10/2016

Efetivado No. Protocolo: PGTFORNB10102016900115612
Valor a Pagar: 70,00

Pagamento Fornecedor

Nao emitir
i0 - i 27777
4004-2125 (Regides Metropolitanas) . SA_C 0800 76
0800 726 2125 (Demais Localidades) Quvidoria 0800 726 0322

retormar im primir

5/28
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001-9 RECIBO DO SACADO
Local de Pagamento Ve
‘encimenio
Pagivel em qualquer Banco Contra-apresentacio
Cede
‘edente ) . Agéncia/Cédigo Cedente
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Indus 2234-9/333.028-1
Data do Documento N, documento i Data Proces. Nosso Nimero -
221092016 1607579256 22/09/2016 00.0600.2.2.16.0757925.6
Uso Banco Carteira Valor (=)Valor Documento
8/02
: 181027 *: RS 70,00

Nimero: NN Complementar: 1" (-}Desconio/Abatimento
Natureza: 10 - Patente de .

Cod Servico N d_u;lt; Vinculada RPI  Valor (-} Outras dedugdes

200 - Pedid ! de Invengiio, Model idade, Cerifié % )

entrada nﬂf::e nacionalerl:;’ccng'ao' de Utilidade, fé'rlyic 4&48@3 : ~ 870,00

(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
OAB: 2350315P Procurador: Leopdldo Ciinpos Zuaneil (=)¥alor Cobrado

Governo Federal - Guia de Recolhimento da Unido. GRU - Cobranca RS 70,00

Sacado

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO

Rua Quirino de Andrade, 215, Siio Paulo, BR/SP, 01049-010
Sacador/Avalista

Corte na linka pontilhada

Autenticagdo mecdnica - Controle Cedente

001-9 | 00199.53637 10000.022169 07579.256210 4 00000000007000

I l'aganm Vencimento

Pagdvel em qualquer Banco . g - Contra-apresentacio
Cedente i ’;"‘ "?%,i“q,? Agéncia/Codigo Cedente

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industiial LEEX 2234-9/333.028-1

Data do Documento N, documento < H o = ; Data Proces. Nosso Nimero

22/0972016 1607579256 = 2210912016 00.000.2.2.16.0757925.6
Uso Banco Carteira Valor {=)Vaior Documento

18/027 RS 70,00

Instrugdes: (-} Desconto/Abatimento

1. Valores expressos em reais. 4

2. Pagamento em cheque, anotar no verso o ‘Nosso Niimero, (-) Outras dedugdes

3. Pagamento via SIAFI(OB-FATURA): Identificar na ‘ob’ o

4 Ve conira apr 3 f L (+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos
OAB: 235031SP Procuridr Léopo,ld; Campis Zuaneti (=}¥alor Cobrado

Governo Federal - Guia de Recolhimento da Uniio. GRU - Cobranca RS 70,00

Sacado

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO

Rua Quirine de Andrade, 215, Sfio Paulo, BR/SP, 01049-010

Sacador/Avalista

|”" | | "l | " l | ‘ 'Il ’|| “I‘l ‘ Il’ ‘ Hﬂ' H“I | ”"\I I‘ ‘ ll““ u'l‘ i ‘ll“ |\ I ‘“ |«| I} T

Corte na linha pontilhada

- GRU UNICA: a GRU apresentada ao INPI, como comprovante da retribui¢do, deve ser tinica. N@o utilize cépias desta GRU para outro pagamento.- PAGAMENTO: o

pagamente da GRU deve ser providenciado no PRAZO ADMINISTRATIVO, regulamentado em lei ou Ato Normativo préprio.
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Va¥ UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO”
u nesp GABINETE DO REITOR

PROCURAGAO

Por este instrumento, a UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO”,
autarquia estadual de regime especial, criada pela Lei n° 952 de 30/01/1976, com sede na Rua Quirino de
Andrade, n® 215, Centro, CEP 01049-010, Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ do MF sob o n° 48.031.918/0001-24,
doravante designada simplesmente UNESP, neste ato representada por seu Magnifico Reitor, de acordo com o
Art. 34 de seu Estatuto, Prof. Dr. JULIO CEZAR DURIGAN, brasileiro, casado, professor universitario, portador
do RG n° 5.872.573-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 833.745.238-20, ou quem legalmente o substitua,
nomeia e constitui seus procuradores, 1) LEOPOLDO CAMPOS ZUANETI, brasileiro, advogado, devidamente
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccdo de Sao Paulo sob o nimero 235.031; e 2) FABIOLA DE
MORAES SPIANDORELLO, brasileira, advogada, devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil
Secgéo de Sao Paulo, Subsegéo de Jundiai sob o nimero 244.141, ambos lotados junto a Agéncia UNESP de
Inovagéo, outorgando-lhes poderes para representa-la perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial —
INPI, para o fim de requerer e processar direitos de propriedade intelectual, tais como patentes de invencéo, de
modelos de utilidade, desenhos industriais, registros de marcas de produto, de servigo, coletivas ou de
certificacéo, de indicagdes geograficas, cultivares, direitos de autor, de programas de computador e manté-los
em vigor com amplos e ilimitados poderes para assinar petigdes, autorizagdes para copia, termos de cessdo de
direitos, acordos de gestdo e compartilhamento de propriedade intelectual, documentos diversos relacionados ao
processo administrativo de protecdo de direitos de propriedade industrial, incluindo, mas n&o se limitando, aos
documentos j& utilizados pelo INPI, bem como aqueles que vierem a ser adotados e utilizados para instrugéo
processual de patentes, modelos de utilidades, marcas, desenhos industriais e programas de computador, pagar
taxas, retribuicdes, impostos, fazer prova de uso das invengdes patenteadas ou das marcas registradas, efetuar
pagamentos e receber restituicdes, dando as respectivas quitagdes, apresentar oposi¢des, recursos, réplicas,
desistir, renunciar, anotar, averbar contratos de licenca e transferéncias de tecnologia, elaborar notificagdes
extrajudiciais, requerer prorrogagéo dos prazos de protecdo, fazer declaragdes, opor, protestar, impugnar,
recorrer, pedir reconsideracdo, manifestar-se sobre oposicdes e recursos, obter vista de processos, cumprir
exigéncias, apresentar defesas escritas ou orais, desistir, replicar, transigir, receber, juntar e retirar documentos,
requerer caducidade e contestar pedido de caducidade, requerer e contestar nulidade administrativa e licenga
compulséria, preencher qualquer tipo de formalidade, requerer anotacéo e averbagdo de cess3o, alteracdes de
nome e de sede, proceder a publicagdo de editais de chamamento para instruir, elaborar, firmar e acompanhar
contratos de transferéncia de tecnologia e/ou licenciamento com exclusividade ou nZo, e praticar para o fim
mencionado todos os atos necessarios perante as autoridades administrativas competentes no Brasil em
beneficio da Outorgante.

Este instrumento é valido até 31 eiro de 2017.

- \ S&o Paulo, 7 de janeiro de 2016.

Rua Quirino de Andrade, 215, S&o Paulo — SP, CEP 01.049-010
www.unesp.br

7128



IAO DE NOTAS Telefone: (1) 3258-2611 - Fax: (@

www.nonocartorio.com.h
e -

Em tes® da verdade.
ulo/Capital, 7 de JII:'EII‘O de 2016.

o soffferte-e
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D

Palacio dos Bandeirantes
Volume 122 « Namero 198

Decretos

DECRETO N° 58.467,
DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

Dispde sobre abertura de crédito suplementar ao
Orcamento Fiscal na Secretaria de Gestdo Publica,
visando ao atendimento de Despesas Correntes

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de Sao Paulo,
no uso de suas atribuicdes legais, considerando o disposto no
Artigo 8° da Lei n° 14.675, de 28 de dezembro de 2011,

Decreta:

Artigo 1° - Fica aberto um crédito de RS 4.167.344,00
(Quatro milhGes, cento e sessenta e sete mil, trezentos e qua-
renta e quatro reais), suplementar ao orcamento da Secretaria
de Gestao Publica, observando-se as classificades Institucional,
Econdmica, Funcional e Programatica, conforme a Tabela 1,
anexa.

Artigo 2° - O crédito aberto pelo artigo anterior sera cober-
to com recursos a que alude o inciso Ill, do § 1°, do artigo 43,
da Lei Federal n° 4.320, de 17 de margo de 1964, combinado
com o Artigo 8, § 2°, item 1, da Lei n° 14.675, de 28 de dezem
bro de 2011, e de conformidade com a legislagao discriminada
na Tabela 3, anexa.

Artigo 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicaao, retroagindo seus efeitos a 26 de maio de 2012.

Palacio dos Bandeirantes, 18 de outubro de 2012

GERALDO ALCKMIN

Andrea Sandro Calabi

Secretario da Fazenda

Julio Francisco Semeghini Neto

Secretario de Planejamento e Desenvolvimento Regional

Sidney Estanislau Beraldo

Secretario-Chefe da Casa Civil

Publicado na Casa Civil, aos 18 de outubro de 2012.

AT SUPLEMENTACAO VALORES EM REAIS
ORGAO/UO/ELEMENTOFUNCIONAUPROGRAMATICA /R GD VALOR
44000 SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
44001 SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
3393 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
PJURIDICA 1 700.000,00
N5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 3.467.344,00
TOTAL 1 161300
FUNCIONAL PROGRAMATICA
04.122.4401.5948 APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO 700000,00
13 7000000
04.126.4410.5636 GERENCIAMENTO DO ACESSA
A0 PAULO 346734400
14 34613640
TOTAL 416734400

= _

0 VALORES EM REAIS

ORGAOO/ELEMENTO/FUNCIONAUPROGRAMATICA R GD VALOR
44000 SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
44001 SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
339039 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
PJURIDICA 1 700.000,00
44939 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
PESSOA JURIDI 1 34613400
TOTAL 1 41613400
FUNCIONAL PROGRAMATICA
04.126.6410.5636 GERENCIAMENTO DO ACESSA
SA0 PAULO 700.000,00
13 70000000
04.665.4412.5883 MODERNIZAGAO ESTRUTURAS
PROC. ORGANIZA 346134400
14 34673400
TOTAL 416134400
TABELA3 __MARGEM ORCAMENTARIA ____ VALORES EM REATS.
RECURSOS DORECURSOS
TESOURO EPROPRIOS
ESPECIFICACAOVALOR TOTAL ~ VINCULADOS
LElART PAR INC ITEM
1675 8 1° 2 416136400 416134400 00
TOTAL GERAL 416736400 416734400 000

DECRETO N° 58.468,
DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

Declara de utilidade publica, para fins de desapro-
priagao, pela CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO
TAVARES S.A., imoveis necessarios as obras
de implantacdo de dispositivo (tipo 4), no km
5914970m da Rodovia Raposo Tavares, SP-270,
Municipio e Comarca de Presidente Bernardes, no
trecho que especifica e da providéncias correlatas

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de Sao Paulo,
no uso de suas atribuicoes legais e nos termos dos artigos 2°
e 6° do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei federal n° 2.786, de 21 de maio de 1956, e
do disposto no Decreto estadual n° 53.311, de 8 de agosto de
2008,

Decreta:

Artigo 1° - Ficam declarados de utilidade publica, para
fins de desapropriagao pela CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO
TAVARES S.A., empresa concessionaria de servico publico, por
via amigavel ou judicial, iméveis descritos na planta cadastral
de cédigo n° DE-SPD591270-591.592-616-D03/001 e memo-

Av. Morumbi 4.500

Oficial

Estado de Sao Paulo

Morumbi

riais descritivos constantes do processo ARTESP-13.157/12-SLT,
necessarios as obras de implantacao de dispositivo (tipo 4),
no km 591+970m da Rodovia Raposo Tavares, SP-270, Muni-
cipio e Comarca de Presidente Bernardes, com area total de
64.453,15m’ (sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e
trés metros quadrados e quinze decimetros quadrados), dentro
dos perimetros a seguir descritos, iméveis estes que constam
pertencer aos proprietarios, a saber:
| - area 1 - a drea a ser desapropriada, conforme plan-
ta n® DE-SPD591270-591.592-616-D03/001, situa-se no km
591+883m da Rodovia Raposo Tavares, SP-270, Municipio
e Comarca de Presidente Bernardes, que consta pertencer
a Yvonne Neves Baptista Cardoso e/ou outros, com linha
de divisa partindo do ponto denominado 1 de coordenadas
N=7565274,487625 e E=437305,855295, sendo constituida
pelos segmentos a seguir relacionados: segmento 1-2 - em
linha reta com azimute 275°52'58", distancia de 268,82m;
segmento 2-3 - em linha reta com azimute 300°29'39", dis-
tancia de 18,09m; segmento 3-4 - em linha reta com azimute
30°40'5", distancia de 13,62m; segmento 4-5 - em linha reta
com azimute 31°3'28", distancia de 19,17m; segmento 5-6 -
em linha reta com azimute 31°1210", distancia de 17,4m; seg-
mento 6-7 - em linha reta com azimute 31°1'11", distancia de
35,18m; segmento 7-8 - em linha reta com azimute 30°54'41",
distancia de 12,62m; segmento 8-9 - em linha reta com azimute
28°46'50", distancia de 13,60m; segmento 9-10 - em linha reta
com azimute 120°46'44", distancia de 9,21m; segmento 10-11
em linha reta com azimute 120°20'21", distancia de 20,49m;
segmento 11-12 - em linha reta com azimute 120°35'50",
distancia de 19,13m; segmento 12-13 - em linha reta com
azimute 120°15'33", distancia de 18,79m; segmento 13-14 -
em linha reta com azimute 120°34'47", distancia de 19,46m;
segmento 14-15 - em linha reta com azimute 120°23'34",
distancia de 12,17m; segmento 15-16 - em linha reta com
azimute 119°54'39", distancia de 19,04m; segmento 16-17 -
em linha reta com azimute 120°28'34", distancia de 20,64m;
segmento 17-18 - em linha reta com azimute 119°57'38",
distancia de 17,38m; segmento 18-19 - em linha reta com
azimute 120°37'26", distancia de 10,82m; segmento 19-20 -
em linha reta com azimute 120°18'20", distancia de 21,19m;
segmento 20-21 - em linha reta com azimute 120°51'57", dis-
tancia de 19,91m; segmento 21-22 - em linha reta com azimute
119°54'3", distancia de 19,38m; segmento 22-23 - em linha
reta com azimute 121°3'50", distancia de 20,63m; segmento
23-1 - em linha reta com azimute 120°14'27", distancia de
13,80m, perfazendo uma area de 15.613,10m? (quinze mil, seis
centos e treze metros e dez deci

Sao Paulo

Geraldo Alckmin - Governador

CEP 05650-000 Tel. 2193-8000

WwWw, mprensaoflua C

PODER

Executivo
SECAO |

imprensaoficial

segmento 18-19 - em linha reta com azimute 300°35'31",
distancia de 16,26m; segmento 19-20 - em linha reta com
azimute 300°30'37", distancia de 20,82m; segmento 20-21 -
em linha reta com azimute 300°30'10", distancia de 16,95m;
segmento 21-22 - em linha reta com azimute 300°20'56",
distancia de 9,97m; segmento 22-23 - em linha reta com
azimute 301°59'38", distancia de 11,75m; segmento 23-24 -
em linha reta com azimute 299°53'1", distancia de 16,02m;
segmento 24-25 - em linha reta com azimute 300°12'26",
distancia de 13,03m; segmento 25-26 - em linha reta com
azimute 298°11'29", distancia de 9,95m; segmento 26-27 -
em linha reta com azimute 298°11'29", distancia de 4,78m;
segmento 27-28 - em linha reta com azimute 300°55'14", dis-
tancia de 24,56m; segmento 28-29 - em linha reta com azimute
95°36'26", distancia de 260,38m; segmento 29-30 - em linha
reta com azimute 120°29'39", distancia de 52,94m; segmento
301 - em linha reta com azimute 143°30'55", distancia de
279,75m, perfazendo uma érea de 32.856,63m? (trinta e dois
mil, oitocentos e cinquenta e seis metros quadrados e sessenta
e trés decimetros quadrados).

Paragrafo tnico - Ficam excluidos da presente declaraao
de utilidade publica, os iméveis que pertengam a pessoas juridi-
cas de direito publico que estejam abrangidos pelos perimetros
descritos no "caput” deste artigo.

Artigo 2° - Fica a CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVA-
RES S.A. autorizada a invocar o carater de urgéncia no processo
judicial de desapropriacao, para fins do disposto no artigo 15
do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, alte-
rado pela Lei federal n° 2.786, de 21 de maio de 1956, devendo
a carta de adjudicacao ser expedida em nome do Departamento
de Estradas de Rodagem - DER.

Artigo 3° - As despesas decorrentes da execugao do presen-
te decreto correrdo por conta de verba propria da CONCESSIO-
NARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA..

Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicagdo.

Palacio dos Bandeirantes, 18 de outubro de 2012

GERALDO ALCKMIN

Saulo de Castro Abreu Filho

Secretario de Logistica e Transportes

Sidney Estanislau Beraldo

Secretério-Chefe da Casa Civil

Publicado na Casa Civil, aos 18 de outubro de 2012.

DECRETO N° 58.469,
DE 18 DE QUTUBRO DE 2012

Il - drea 2 - a rea a ser desapropriada, conforme plan-
ta n° DE-SPD591270-591.592-616-D03/001, situa-se no km
592+000m da Rodovia Raposo Tavares, SP-270, Municipio
e Comarca de Presidente Bernardes, que consta pertencer a
Angelo Munhoz Benko e/ou outros, com linha de divisa partindo
do ponto denominado 1 de coordenadas N=7565316,627529
e E=437013,680698, sendo constituida pelos segmentos a
seguir relacionados: segmento 1-2 - em linha reta com azi-
mute 300°29'39", distancia de 16,96m; segmento 2-3 - em
linha reta com azimute 325°11'31", distancia de 271,93m;
segmento 3-4 - em linha reta com azimute 120°26'44", dis-
tancia de 10,90m; segmento 4-5 - em linha reta com azimute
120°33'55", distancia de 19,21m; segmento 5-6 - em linha
reta com azimute 120°34'30", distancia de 168,47m; segmento
6-7 - em linha reta com azimute 121°46'27", distancia de
6,62m; segmento 7-8 - em linha reta com azimute 120°34'24",
distancia de 20,38m; segmento 8-9 - em linha reta com azimute
120°37'12", distancia de 20,46m; segmento 9-10 - em linha
reta com azimute 145°22'48", distancia de 22,07m; segmen-
10 10-11 - em linha reta com azimute 209°57'4", distancia
de 17,75m; segmento 11-12 - em linha reta com azimute
211°24'14", distancia de 35,73m; segmento 12-13 - em linha
reta com azimute 212°39'33", distancia de 17,44m; segmen-
t0 13-14 - em linha reta com azimute 212°10'47", distan-
cia de 17,30m; segmento 14-1 - em linha reta com azimute
212°15'38", distancia de 15,66m, perfazendo uma érea de
15.983,42m’ (quinze mil, novecentos e oitenta e trés metros
quadrados e quarenta e dois decimetros quadrados);

Ill - érea 3 - a area a ser desapropriada, conforme plan-
ta n° DE-SPD591270-591.592-616-D03/001, situa-se no km
591+972m da Rodovia Raposo Tavares, SP-270, Municipio
e Comarca de Presidente Bernardes, que consta pertencer a
Afonso Arthur Neves Baptista, Teresa Aratjo Neves Baptista e/
ou outros, com linha de divisa partindo do ponto denominado
1 de coordenadas N=7565308,309441 e E=437350,33662,
sendo constituida pelos segmentos a seguir relacionados:
segmento 1-2 - em linha reta com azimute 300°6'30", dis-
tancia de 16,35m; segmento 2-3 - em linha reta com azimute
300°21"11", distancia de 15,68m; segmento 3-4 - em linha reta
com azimute 300°40'42", distancia de 18,52m; segmento 4-5
- em linha reta com azimute 300°15'22", distancia de 11,34m;
segmento 5-6 - em linha reta com azimute 300°44'30", dis-
tancia de 17,84m; segmento 6-7 - em linha reta com azimute
300°36'17", distancia de 15,43m; segmento 7-8 - em linha reta
com azimute 300°15'19", distancia de 15,95m; segmento 8-9
- em linha reta com azimute 300°9'54", distancia de 15,70m;
segmento 9-10 - em linha reta com azimute 301°25'19",
distancia de 14,82m; segmento 10-11 - em linha reta com
azimute 300°36'56", distancia de 14,98m; segmento 11-12 -
em linha reta com azimute 300°17'50", distancia de 18,10m;
segmento 12-13 - em linha reta com azimute 300°27'10",
distancia de 30,98m; segmento 13-14 - em linha reta com
azimute 301°2'32", distancia de 33,54m; segmento 14-15 -
em linha reta com azimute 299°37'40", distancia de 97,28m;
segmento 15-16 - em linha reta com azimute 305°1'39",
distancia de 13,37m; segmento 16-17 - em linha reta com
azimute 297°55'22", distancia de 35,44m; segmento 17-18 -
em linha reta com azimute 306°31'50", distancia de 17,44m;

Define os parémetros de priorizagdo para sele-
¢do da demanda de beneficidrios das unidades
habitacionais a serem edificadas na execugdo do
Programa Minha Casa Minha Vida, inserido no
Programa Nacional de Habitacgo Urbana, com
participagao do Estado de Sdo Paulo

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de Sao Paulo,
no uso de suas atribuicdes legais,

Considerando que o Estado de Sao Paulo aderiu ao Progra-
ma Federal Minha Casa Minha Vida, instituido pela Lei federal
n°11.977, de 7 de julho de 2009, alterada pela Lei federal n°
12.424, de 16 de junho de 2011;

Considerando que o Programa Federal é operacionalizado
por meio das regras contidas na Portaria do Ministério das
Cidades n° 610, de 6 de dezembro de 2011, alterada pela Porta-
ria n° 198, de 9 de maio de 2012, que estabelece os parametros
de 0 e 0 processo de sele¢ao dos iciarios;

Considerando a possibilidade de indicacao de candidatos
pelo Estado quando for ele o responsavel pelas contraparti-
das aportadas ao empreendimento, ou nos casos em que o
municipio ndo possuir cadastio habitacional, mediante prévio
entendimento entre os entes publicos formalizado em instru-
mento proprio;

Considerando que os Conselhos instituidos pela Lei n°
12.801, de 15 de janeiro de 2008, poderao estabelecer outras
situages de dispensa da classificacdo da demanda por meio
de sorteio, sem prejuizo do disposto na Lei n° 13.094, de 24 de
junho de 2008, e da politica estadual de habitaco de interesse
social; e

Considerando que o Conselho Estadual da Habitagao apro-
vou proposta destinada a estabelecer critérios estaduais com-
plementares aos critérios nacionais,

Decreta:

Artigo 1° - A hierarquizagao e selecdo da demanda dos
beneficirios do Programa Minha Casa Minha Vida no Estado
de Sao Paulo em area urbana atender, além dos critérios
nacionais, os seguintes critérios estaduais em relagao a familia
inscrita:

| - confirmacao de a0 menos uma das seguintes condicdes
de inadequagao habitacional:

a) barraco;

b) localizaao em favela;

<) cdmodo em cortigo;

d) domicilio congestionado, que tenha mais de 2 (duas)
pessoas por cdémodo em domicilio;

II'- comprovacdo de dependéncia acima da média veri-
ficada no municipio, calculada com os dados demograficos
do Censo 2010, considerando que a razao de dependéncia é
a proporao de criancas e de idosos em relagao & populagao
adulta, representada pelo nimero de pessoas com menos de 15
(quinze) e mais de 64 (sessenta e quatro) anos de idade dividi-
do pelo nimero de pessoas entre 15 (quinze) e 64 (sessenta e
quatro) anos de idade;

lll- comprovacdo de moradia ou trabalho no municipio do
empreendimento nos ltimos 3 (trés) anos, a contar da data
da inscricdo, ou, conforme definido em lei municipal especifica,
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desde que o tempo de moradia ou trabalho seja igual ou supe-
rior a 3 (trés) anos.

Artigo 2° - Do total das unidades habitacionais sera feita
reserva de 5% (cinco por cento), para atendimento aos idosos,
conforme critérios adotados na politica estadual de habitagao
de interesse social.

Artigo 3° - Do total das unidades habitacionais sera feita
reserva de 7% (sete por cento) para atendimento & pessoa com
deficiéncia ou de cuja familia fagam parte pessoas com defici
éncia, conforme Lei n® 10.844, de 5 de julho de 2001.

Artigo 4° - Nos empreendimentos habitacionais do Progra
ma Minha Casa Minha Vida com aporte de recursos estaduais,
os municipios poderao indicar por meio de critérios proprios
as familias beneficiarias, desde que a inscrigao e o processo de
seleao tenham sido realizados de acordo com as regras fede
rais e sido objeto de manifestacao conclusiva da Secretaria de
Estado da Habitagao.

Artigo 5° - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicagao.

Palacio dos Bandeirantes, 18 de outubro de 2012

GERALDO ALCKMIN

Silvio Franga Torres

Secretario da Habitacao

Sidney Estanislau Beraldo

Secretario-Chefe da Casa Civil

Publicado na Casa Civil, aos 18 de outubro de 2012.

Atos do Governador

DECRETO(S)

DECRETOS
DE 16-10-2012

Nomeando, com fundamento no § 1° do art. 7° da Lei
952-76, e nos termos do art. 30 do Estatuto da Universidade
Estadual Paulista "Jilio de Mesquita Filho" - Unesp, aprovado
pelo Dec. 29.720-89, e alteragdes:

Julio Cezar Durigan para exercer a funcao de Reitor da
aludida Universidade, com mandato de 4 anos, a partir de
15-1-2013;

Marilza Vieira Cunha Rudge, para exercer a funcao de
Vice-Reitor da aludida Universidade, com mandato de 4 anos, a
partir de 15-1-2013.

(Publicado

DE 18-10-2012

Designando, a vista da exposicao de motivos do Secre-
tario Adjunto Respondendo pelo expediente da Secretaria de

i 0 iéncia e ia, com efeitos

a partir da vigéncia da LC 1.187-2012, os a sequir indicados

para permanecerem como titulares dos respectivos cargos no

Quadro de Pessoal da Junta Comercial do Estado de Sao Paulo
Jucesp:

José Constantino de Bastos Junior, RG 16.403.502-1, nome:
ado Presidente da Junta Comercial do Estado de Sao Paulo por
decreto de 4-3-2011, até o término de seu mandato;

Alexandre Vaghi de Arruda Aniz, RG 19.824.038-7, nomea
do Vice-Presidente da Junta Comercial do Estado de Sao Paulo
por decreto de 4-10-2011, até o término de seu mandato;

Gisela Simiema Ceschin, RG 27.252.301-X, nomeada para
0 cargo de Secretario Geral da Junta Comercial do Estado de
Sao Paulo por decreto de 2-4-2012.

por ter saido com i

Casa Civil

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO
ESTADO DE SAQ PAULO

CHEFIA DE GABINETE

Extrato de Termo de Convénio

Processo 68819/2012

Participes: O Estado de Sao Paulo, através do Fundo Social
de Solidariedade do Estado de Sao Paulo e o Municipio de Sao
Jodo das Duas Pontes, por intermédio do seu Fundo Social de
Solidariedade.

Objeto: Transferéncia de recursos materiais, consistentes no
“Kit Costura”, para implantacao e execucao do Projeto “Escola
de Moda”

Valor do Convénio: RS 23.468,00, sendo RS 5.405,00
pelo FUSSESP, relativos ao “Kit Costura” e RS 18.063,00 pelo
Municipio.

Prazo de Vigéncia: 180 dias contados da data da assinatura

Data da Assinatura: 17-10-2012

Extrato de Termo de Convénio

Processo 83430/2009

Participes: O Estado de Sao Paulo, através do Fundo Social
de Solidariedade do Estado de Sao Paulo e a Prefeitura Muni
cipal de Sao Sebastiao, por intermédio do seu Fundo Social de
Solidariedade.

Objeto: Transferéncia de recursos financeiros, a titulo de
auxilio, para a aquisicao de material para implantacao da “Praa
de Exercicios do Idoso”.

Valor do Convénio: RS 117.089,94, sendo RS 15.000,00 pelo
FUSSESP e RS 102.089,94 pelo Municipio.
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Reitoria

TERMO DE CESSAO DE DIREITOS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Cedentes: 1. GIOVANI GOZZI, brasileiro, casado, professor universitario, inscrito no CPF/MF sob o
n°® 308.173.448-70, portador do documento de identidade RG n°® 28.923.975-8, SSP/SP, residente em
Rio Claro (SP), na Avenida 24 A, n° 1515, Bela Vista, CEP 13.500-970; 2. RENAN COLUCCI,
brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF/MF sob o n°® 374.129.428-40, portador do documento
de identidade RG n°® 46.206.479-7, SSP/SP, residente em Rio Claro (SP), na Avenida 24 A, n° 1515,
Bela Vista, CEP 13.500-970; 3. FABIO SIMOES DE VICENTE, brasileiro, casado, professor
universitario, inscrito no CPF/MF sob o n°® 43640451287, portador do documento de identidade RG n°
1059007-2, SSE/AM, residente em Rio Claro (SP), na Avenida 24 A, n° 1515, Bela Vista, CEP 13.500-
970.

Cessionaria: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO” - UNESP,
autarquia estadual de regime especial, criada pela Lei n° 952 de 30.01.1976, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 48.031.918/0001-24, com sede na Rua Quirino de Andrade, 215, Centro, Sao Paulo
(SP), CEP 01.049-010, neste ato representada nos termos da procuragéo outorgada.

Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma de direito, os Cedentes autorizam a Cessionaria
a depositar o pedido de patente intitulado “COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE, METODO DE
OBTENGAO DO COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE E DISPOSITIVO
ELETROLUMINESCENTE UTILIZANDO O DITO COMPOSITO” junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, cedendo todos os direitos patrimoniais a ele relativos na forma e para os fins
do disposto na Lei 9.279 de 14.05.1996 e Lei 8.666 de 21.06.1993, Artigo 111, a titulo gratuito, sem
qualquer restricdo quanto a forma, tempo ou lugar, desde ja ficando autorizadas quaisquer alteracées
que venham a ser consubstanciadas em futuras atualizagbes, modificacbes ou derivacdes
tecnoldgicas.

Por ser a expresséo da verdade, este documento é firmado na presenca de duas testemunhas que

também o assinam. ,
/
Rio Claro,oZ‘? de O-—Ukﬂ[/ !)«/9/ de 2016.

Cedentes:

OVANI GOZZI RENAN COLUCCI
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FABIO SIMOES DE VICENTE
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Assessor Juridico
Agéncia Unesp de inovacio
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CPF/MF: 323.669.268-55 CPF/MF: 135.210.278-13
Agéncia UNESP de Inovacéao

Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271 - Bloco |l - Barra Funda

CEP. 01.140-070, Sao Paulo - Estado de Sao Paulo - Brasil
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COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE, METODO DE OBTENGCAO DO
COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE E DISPOSITIVO
ELETROLUMINESCENTE UTILIZANDO O DITO COMPOSITO

CAMPO DA INVENGAO

[01] A presente invengcdo descreve um compdsito eletroluminescente
insoluvel e de elevada estabilidade quimica apds o processamento, que
permite depositar eletrodos produzidos a partir de solugdes tanto polares
como apolares diretamente sobre a camada ativa do dispositivo, sendo
potencialmente util para a fabricacado de dispositivos utilizando a técnica de
impresséo grafica, por ndo haver seletividade com relagdo aos materiais
que podem ser depositados sobre o material ativo. Além disso, a presente
invencdo descreve um processo de obtencdo de dispositivos
eletroluminescentes que emprega apenas uma etapa de processamento,
durante a qual a camada ativa do dispositivo e o eletrodo transparente sao
obtidos simultaneamente.

ANTECEDENTES DA INVENCAO

[02] Dispositivos eletroluminescentes (ELs), ou emissores de luz s&o
dispositivos que convertem energia elétrica em luz.

[03] Dispositivos ELs produzidos com filmes finos obtidos a partir de
materiais processados por rota liquida apresentam a vantagem de poderem
ser fabricados a partir de técnicas de impressao graficas, que sao técnicas
de baixo custo de implantagdo e compativeis com a producdo em larga
escala [HUANG, D. C. A. J.; BRADLEY, D.; CAMPBELL, A. High
performance, flexible polymer light-emitting diodes (PLEDs) with gravure
contact printed hole injection and light emitting layers. Organic Electronic, v.
11, p. 1088-1095, 2010].

[04] Os dispositivos ELs produzidos com filmes finos que podem ser
processados por rota liquida s&o divididos em duas categorias: o0s
compostos por materiais organicos poliméricos e os que utilizam

compdsitos organicos poliméricos/inorganicos.

11/28



2/12

[05] O primeiro dispositivo eletroluminescente foi desenvolvido por
Destriau em 1936, utilizando microparticulas do material inorganico sulfeto
de zinco (ZnS) dispersas em oOleo de mamona como material
eletroluminescente  [DESTRIAU, M. M. G LOUDETTE, G.
Phosphorescence. — Influence du champ eletrique sur la forme des bandes
d'emissionen electroluminescence. Comptes Rendus des Seances de
L academie des Sciences, v. 208, n. 20, p. 5169-1571, 1939] e
[DESTRIAU, M. M. G.; PERRIN, M. J. Electroluminescence -
Luminescence dans les champs electriques et phenomenes electroniques
dans les semi-conducteurs. Comptes Rendus des Seances de L academie
des Sciences, v. 208, p. 36-37, 1939]. Contudo, nesta época, ainda nao
havia sido desenvolvido um material para a producdo de eletrodos
transparentes.

[06] Apenas em 1950 foi produzido o primeiro material condutor e
transparente, dioxido de estanho (SnO,). No entanto, ainda assim, os
dispositivos desenvolvidos por Destriau eram inviaveis para aplicagdes
comerciais, pois apresentavam baixo desempenho.

[07] Em 1974 foi desenvolvido um dispositivo eletroluminescente
conhecido como ACTFEL (Alternated Current Thin Film Electroluminescent
Device), com uma camada ativa do material inorganico ZnS:Mn?* disposta
entre duas camadas isolantes [RACK, P. H.; HOLLOWAY, P. H. The
structure, device physics, and material properties of thin film
electroluminescent displays. Materials Science and Engineering, v. R21, p.
171 — 219, 1998], além dos eletrodos. Este tipo de dispositivo apresenta
bom desempenho. No entanto, € construido com uma estrutura de
multicamadas complexa, obtida com a deposicdo dos materiais por
evaporacao térmica, RF-sputtering ou thin-film grow epitaxy. Além disto, a
estrutura ACTFEL opera apenas com tensao alternada.

[08] Em 1988 foi desenvolvido o primeiro dispositivo eletroluminescente

utilizando um material organico polimérico, denominado PLED (Polymer
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Light Emitting Diode) [BURROUGHES, J.; JONES, C.; FRIEND, R. New
semiconductor device physics in polymer diodes and transistors. Nature, v.
335, p. 137-141, Setembro 1988]. Entretanto, essa classe de dispositivos
apresenta como limitagao tecnologica a necessidade de ser construido com
camada ativa com espessura manométrica (flmes ultrafinos), o que
demanda a produgao dos dispositivos em ambientes altamente controlados
(salas-limpa). Outra limitacdo € a necessidade de utilizagdo de um metal
com funcéao trabalho de aproximadamente 2,0 eV como catodo [PARKER, I.
Carrier tunneling and device characteristics in polymer light-emitting diode.
Journal of Applied Physics, v. 75, p. 1656-1665, 1994]. Metais com esta
caracteristica sao altamente reativos com oxigénio e umidade e, por esta
razdo, a deposicao destes metais demanda evaporagao térmica em alto-
vacuo, a producdo dos dispositivos em ambiente de atmosfera inerte e
encapsulamento rigoroso. Finalmente, a solubilidade dos semicondutores
poliméricos, que possibilita o processamento por rota liquida, limita a
deposicao de outros materiais soluveis sobre a camada ativa do dispositivo,
a qual pode ser dissolvida durante este processo. Na pratica, embora o
material ativo de PLEDs possa ser processado por rota liquida, isto ndo
viabiliza a producdo de dispositivos em larga escala por técnicas de
impressédo grafica. A principal razdo desta limitagcdo técnica esta na
necessidade de produzir multiplas camadas ultrafinas uniformes e de
empregar eletrodos metalicos altamente reativos.

[09] Alternativamente aos PLEDs, no ano de 2007 foi desenvolvido um
dispositivo  eletroluminescente utilizando um compoésito  organico
polimérico/inorganico-EL [CHINAGLIA, D. L. et al. Fabrication of Novel
Light-Emitting Devices Base don Green-Phosphor/Conductive-Polymer
Composites. Philosophical Magazine Letters, v. 87, p. 403 - 408, 2007]. O
composito EL foi produzido com os polimeros poli(o-metoxianilina) (POMA)
e o poli(fluoreto de vinilideno-co-trifluoretileno) P(VDF-TrFE), e com o

material inorganico, silicato de zinco dopado com manganés (Zn,SiO4:Mn).
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Neste compdsito, o lumindforo (Zn,SiO4:Mn), que € responsavel pela
conversao de energia elétrica em luz, foi disperso em uma matriz polimérica
condutora de eletricidade composta pela POMA e pelo P(VDF-TrFE). Com
0 uso deste material, foi possivel produzir um dispositivo que ndo demanda
producdo de camada ativa ultrafina e tdo pouco o uso de um eletrodo
reativo [GOZZI, G. et al. Charge Injection in an LED With a Hybrid
Composite as the Emissive Layer. Materials Science and Engineering C, v.
31, p. 969 - 974, 2011]. Porém, por utilizar materiais soluveis, esta
tecnologia nao permite o uso de eletrodos processados em solugdo, como
eletrodos de tinta prata, por exemplo. Por este motivo, foram produzidos
eletrodos depositados por evaporagao térmica em alto-vacuo, o que é
incompativel com a produgcdo em larga escala e com baixo custo. Para
produzir dispositivos eletroluminescentes empregando apenas técnicas de
impressao grafica, € utilizado este tipo de compdsito em uma estrutura
ACTFEL. Neste caso, o material ativo € revestido com uma camada
isolante (a qual ndo dissolve a camada ativa e também n&o é dissolvida
pela tinta prata) sobre a qual é depositado o eletrodo de tinta prata. Esta
estratégia permitiu viabilidade comercial a tecnologia, de maneira tal que
atualmente compdsitos eletroluminescentes sao produzidos pelas
empresas Metalor, Gwent e Dupont, por exemplo, e companhias como a
light-tape e Coll Wire ja fabricam dispositivos comerciais com estes
materiais. Contudo, estes dispositivos, por utilizarem uma estrutura
ACTFEL envolvem a deposi¢cao de multiplas camadas, o que acarreta em
aumento de custo e de tempo de producado. Além disto, os dispositivos néo
podem ser operados com corrente continua.

[010] O documento BR102015024848 descreve um processo de fabricagao
de filmes finos com propriedades elétricas e épticas e o produto obtido, que
no caso se trata de um material condutor de eletricidade processavel em
fase liquida resultando em filmes finos hibridos silica/orgénico insoluveis, a
base de GPMTS:TEOS/PEDOT:PSS, condutores, quimicamente estaveis e
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com elevada transparéncia.

[011] O documento JPH07188651 descreve a producdo de um material
fluorescente e eletroluminescente através da utilizagdo de uma matriz de
sulfato de zinco e elementos como cloro, bromo, iodo e aluminio.

[012] No entanto, o estado da técnica ndo descreve nem sugere um
dispositivo eletroluminescente com grande area, baixa espessura e que
possa ser fabricado em larga escala e com baixo custo, associando as
vantagens das tecnologias PLED e ACTFEL, permitindo depositar eletrodos
produzidos a partir de solugcdes, como eletrodos de tinta prata, diretamente
sobre a camada ativa do dispositivo, de forma a permitir a fabricagao de
dispositivos utilizando a técnica de impressédo grafica, e com uma unica
camada (além dos eletrodos), o que reduz o custo e o tempo de
processamento.

SUMARIO

[013] A inveng&o descreve uma categoria de compdésito eletroluminescente
obtido por rota liquida e que se torna insoluvel apds o processamento.

[014] A invencdo descreve um composito eletroluminescente que permite
produzir dispositivos luminescentes em que o material condutor (para
producao de eletrodo) pode ser depositado diretamente sobre a camada do
dito compdsito eletroluminescente, sem a necessidade de uma camada
isolante, como na técnica ACTFEL.

[015] A invencdo descreve um dispositivo eletroluminescente que pode
operar tanto com corrente continua, como com corrente alternada.

[016] A inveng&o descreve um dispositivo eletroluminescente com emissao
de luz através de pelo menos uma das faces, podendo apresentar emissao
pelas duas faces dependendo da arquitetura do dispositivo.

[017] A invencdo descreve um dispositivo eletroluminescente produzido
integralmente (eletrodos e camada ativa) com um unico processo de
deposicao, ocorrendo a formagao espontanea de um eletrodo transparente

sobre o material ativo, conforme ocorre a decantacdo de sua fase
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inorganica eletroluminescente.

[018] A invengao descreve um dispositivo eletroluminescente com grandes
areas, que pode ser produzido em larga escala e com baixo custo.

[019] A invencdo descreve um  dispositivo eletroluminescente
potencialmente util para ser empregado na producdo de l|ampadas,
displays, mostradores visuais ultrafinos (com espessura micrométrica),
iluminagdo de emergéncia, painéis luminosos para comunicagao visual,
entre outros.

[020] A invencdo descreve um dispositivo eletroluminescente que
possibilita a impressao destes dispositivos eletroluminescentes diretamente
sobre grande diversidade de superficies, como embalagens, vidros,
carcagas de equipamentos, paredes, entre outros e empregando diversas
técnicas de impressao grafica, como silk-screen, ink-jetting, doctor-blade,
knife-over-edge, spray-coating entre outras.

BREVE DESCRICAO DAS FIGURAS

[021] A figura 1A apresenta uma possivel arquitetura de dispositivos
eletroluminescentes que podem ser obtidos com o composito
eletroluminescente objeto da presente invengdo, evidenciando um
dispositivo eletroluminescente para operagdo DC e AC, contendo um
eletrodo transparente e condutor (de ITO, Indium Tin Oxide, por exemplo); a
figura 1B apresenta uma arquitetura de dispositivo com a deposi¢do do
composito eletroluminescente sobre um substrato contendo um eletrodo
transparente, produzido com ITO ou qualquer outro material condutor
transparente, ocorrendo espontaneamente a formacdo de um segundo
eletrodo transparente na face superior do dispositivo; a figura 1C apresenta
um dispositivo eletroluminescente que utiliza uma folha metalica como
substrato, atuando como eletrodo opaco e com o eletrodo transparente
formado espontaneamente na face superior do dispositivo durante o
processo de deposicdo do material ativo; a figura 1D apresenta um

dispositivo eletroluminescente com a arquitetura convencional de um
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dispositivo eletroluminescente do tipo ACTFEL.

[022] A figura 2 apresenta a imagem fotografica de um dispositivo
eletroluminescente obtido com o material da presente invencao
(PEDOT:PSS/GPTMS/Zn,SiO4:Mn), na arquitetura da figura 1B, em
funcionamento.

[023] A figura 3 apresenta a representacdo grafica da caracterizacao
elétrica e dtica do dispositivo fabricado com o compdsito eletroluminescente
objeto da presente invencéo, na arquitetura representada na figura 1B.
[024] A figura 4 apresenta o espectro de emissdo do dispositivo
eletroluminescente com o material ativo objeto da presente invengéo.

[025] A figura 5 apresenta a representacdo grafica da caracterizagao
elétrica e Optica do dispositivo fabricado com o compdsito
eletroluminescente objeto da presente invencdo processado em uma unica
etapa, com a arquitetura apresentada na figura 1C.

DESCRIGAO DETALHADA DA INVENCAO

[026] O compdsito eletroluminescente, objeto da presente invencéo,
compreende uma matriz condutora processada por rota liquida que inclui
entre 0,04 a 1,0% em massa de um polimero condutor, entre 1,8 a 9,0% em
massa de um silicato organicamente modificado (ORMOSIL) e entre 90,0 a
98% em massa de um material luminescente (luminéforo), dita formulacao
podendo também ser denominada, no contexto da presente invencao, de
“material ativo”.

[027] Preferentemente, o polimero condutor compreende o poli (3,4-etileno
dioxitiofeno):poli(estireno sulfonado) (PEDOT:PSS), que pode apresentar
condutividade elétrica de até 1000 S/cm.

[028] Preferentemente, o silicato organicamente modificado (ORMOSIL)
compreende o 3-glicidiloxipropil-trimetoxisilano (GPTMS).

[029] O Iumindforo é preferentemente silicato de zinco com ativador
manganés (Zn,SiO4:Mn), que possui banda de emissdo centralizada em

520 nm, comprimento de onda caracteristico da cor verde (coordenadas
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CIE: x=0,208 e y = 0,704).

[030] Alternativamente, o luminéforo pode ser o ZnS:Ag, que possui banda
de emissdo centralizada em 455 nm, comprimento de onda caracteristico
da cor azul (coordenadas CIE: x = 0,147 e y = 0,076), e outros materiais
para a producdo de CRTs (Cathode Ray Tube) ou FED (Field Emission
Displays) [PHOSPHOR Technology Product List: CRT Phosphors.
Disponivel em: <http://www.phosphor-technology.com/products/crt.htm>.
Acesso em: Margo 2016.] ou FEDs (Field Emission Displays) [hosphor
Technology  Product  List: FED  Phosphors. Disponivel em:
<http://www.phosphor-technology.com/products/fed.htm>.  Acesso em:
Marco 2016], podendo os Iluminoforos serem nicroparticulados ou
nanoparticulados.

[031] O método de obtencdo do compdsito eletroluminescente, objeto da
presente invencdo, compreende a mistura de etanol e do silicato
organicamente modificado (ORMOSIL), com a agitacdo em condi¢cao de
refluxo a uma temperatura de 80 °C durante 30 minutos. A hidrdlise da
solucdo é promovida com a adicdo de uma solugcido de acido nitrico (HNO;
63%) em agua deionizada. Em seguida a mistura € mantida sob agitagao
mecanica em condicdo de refluxo a uma temperatura de 80 °C durante 4
horas. Finalmente a solugdo de silicato organicamente modificado
(ORMOSIL) é diluida com a adi¢gado de agua deionizada até a concentragao
de 30 mg/ml.

[032] Na solucédo do polimero condutor € adicionado 5,0% v/v de etileno
glicol, sendo mantida em agitagdo mecanica durante 30 minutos.

[033] Em seguida, sao produzidas solugdes contendo de 2,0% a 10,0% em
massa de polimero condutor e de 90,0% a 98,0% em massa de silicato
organicamente modificado (ORMOSIL), ditas solugbes mantidas sob
agitagdo mecanica durante 12 horas visando sua homogeneizagao.

[034] Na solucdo contendo entre 2,0% a 10,0% em massa de polimero

condutor e 90,0% a 98% em massa de silicato organicamente modificado, &
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adicionado o p6 inorganico eletroluminescente na proporcéo de 90% a 98%
da massa total do compodsito eletroluminescente, sendo a suspensao
resultante mantida sob agitacdo mecanica durante 30 minutos para
homogeneizagao.

[035] Preferentemente, o processo de obtencdo do dispositivo
eletroluminescente utilizando como parte ativa o compdsito luminescente,
objeto da presente invengao, compreende a deposi¢cdo, pelo método de
gotejamento, do material ativo sobre um substrato contendo um eletrodo
transparente e condutor, formando espontaneamente um eletrodo
transparente sobre o material ativo do dispositivo. Apds a deposicdo do
composito eletroluminescente, o substrato € mantido em temperatura
ambiente durante 24 horas para promover a decantacdo do silicato
eletroluminescente. Em seguida, o substrato é aquecido a 80 °C durante 24
horas, para remocéo do solvente do material, formando uma estrutura como
a esquematizada nas figuras 1A a 1D, onde um filme do compdsito
eletroluminescente é formado sobre um substrato e, devido a decantacéao
do silicato eletroluminescente, ha a formacédo espontadnea de um filme do
material condutor e transparente sobre dito compdsito eletroluminescente.
[036] A figura 1A apresenta um dispositivo eletroluminescente para
operacado DC e AC, contendo um eletrodo transparente e condutor (de ITO,
Indium Tin Oxide, por exemplo). Sobre este eletrodo, com a deposi¢ao do
composito eletroluminescente, ocorre a formacdo espontdnea de uma
camada EL e de uma camada condutora sobre esta ultima. Nesta
arquitetura, um eletrodo metalico, que pode ser produzido por evaporacao
de metais ou por técnicas de impressdo grafica, € depositado sobre o
material ativo, que se torna insoluvel apds o processamento por rota
liquida.

[037] A figura 1B apresenta uma arquitetura de dispositivo
eletroluminescente com a deposicdo do compdsito eletroluminescente

sobre um substrato contendo um eletrodo transparente, produzido com ITO,
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com compoésito condutor (tal como aquele descrito no documento
BR102015024848) ou qualquer outro material condutor transparente,
ocorrendo espontaneamente a formacdo de um segundo eletrodo
transparente na face superior do dispositivo. Neste caso, como a deposicéo
de eletrodo metalico € dispensada, o dispositivo apresenta emisséo de luz
por ambas as faces.

[038] A figura 1C apresenta um dispositivo eletroluminescente utilizando
uma folha metalica como substrato, que atua como eletrodo opaco e com o
eletrodo transparente formado espontaneamente na face superior do
dispositivo durante o processo de deposicdo do material ativo. Sendo
assim, dispositivos com esta arquitetura sao obtidos com uma unica etapa
de processamento.

[039] Na figura 1D é obtido um dispositivo eletroluminescente com a
arquitetura convencional de um dispositivo eletroluminescente do tipo
ACTFEL.

[040] Alternativamente a deposicao do material ativo pode ser feita por
outras técnicas de impressao grafica, como por exemplo, silk-screen, ink-
Jetting, spray-coating, knife-over-edge, doctor-blade entre outras.

[041] Opcionalmente, para facilitar a conexdo do dispositivo
eletroluminescente a fonte de energia elétrica, sobre uma pequena area do
material ativo é depositado um eletrodo de ouro mediante evaporacao
térmica a vacuo, contudo este contato também pode ser feito utilizando-se
fita metalica, de cobre por exemplo, contendo cola condutiva.

[042] Conforme evidenciado na imagem da figura 2, o dispositivo fabricado
com o material eletroluminescente, objeto da presente invengao, apresenta
eletroluminescéncia em toda a area correspondente ao eletrodo de ITO e
nao apenas na area de interseccdo da camada de contato de ouro com o
eletrodo de ITO. Este resultado demonstra que a camada de material
condutor, formada com a decantagao do silicato eletroluminescente, atuou

como um eletrodo transparente formado espontaneamente durante a
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produgao da camada ativa do dispositivo.

[043] O dispositivo eletroluminescente com material ativo obtido a partir do
composito objeto da presente invengado, apresentou luminédncia de 100
cd/m? para tensdo de 120 V (DC) e tensdo de operacdo de 23,7 V. Estes
parametros de desempenho sao equivalentes aos dispositivos do estado da
técnica.

[044] A luminancia do dispositivo eletroluminescente obtido na presente
invencédo foi medida a partir da corrente elétrica gerada em um fotodiodo
Hamamatsu, modelo S1133-01, medida com um eletrdbmetro Keithley,
modelo 6517A. Como fonte de energia elétrica foi utilizada uma estagao de
fonte/medida DC, fabricada pela Keithley, modelo 2410. Este instrumento
foi utilizado como fonte de tensdo e medidor de corrente. A coleta de dados
foi feita automaticamente com um computador, sendo utilizada
comunicacdo GPIB-USB dos instrumentos com o computador. As
caracterizacdes do dispositivo foram efetuadas em ambiente evacuado,
com pressdo da ordem de 102 mbar.

[045] Foram obtidas curvas da corrente elétrica no dispositivo em funcao
da tensao aplicada (/-V) e também da luminancia do dispositivo em fungao
da tensédo aplicada (L,-V). A conversao dos resultados da corrente elétrica
obtida com o fotodiodo em luminancia do dispositivo eletroluminescente foi
feita segundo a relacdo apresentada na equagdo 1 [SANTOS, L. F;
PEREIRA, C. J. Composicédo de cores através da calibracdo radiométrica e
fotométrica de LEDs: teoria e experimento. Revista Brasileira de Ensino de
Fisica, Sao Paulo, v. 35, n. 2, p. 2314-1 - 2314-8, Junho 2013. ISSN 1806-
1117]:

[046] Equagdo 1: 1, = !

A0 [ S +Fp ()R por (el

[047] Onde L, representa a luminancia do dispositivo EL, "I" representa a
corrente gerada no fotodiodo, “A” é area da fonte de luz, Q é o angulo

solido formado entre a fonte de luz e o fotodiodo, S(1) é o espectro de
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emissao do dispositivo EL, F,(4) a responsividade do fotodiodo e Ry,.(1) € a
responsividade fotdptica do olho humano.

[048] A figura 3 apresenta os resultados da caracterizacao elétrica e 6tica
do dispositivo fabricado com o material eletroluminescente proposto na
presente invencdo. O dispositivo produzido apresentou eletroluminescéncia
para polarizacdo direta (onde o eletrodo de ITO foi polarizado
positivamente) e também para polarizagao reversa (onde o eletrodo de ITO
foi polarizado negativamente). A tensdo de operacao para polarizacio direta
foi de 23,7 V e para polarizagao reversa foi de -50,0 V. O dispositivo
apresentou luminancia de 100 cd/m? para tensdo de 120 V, analogamente
aos materiais para a producao de dispositivos ACTFEL comerciais e demais
compositos EL da literatura académica.

[049] O espectro de luz emitida pelo dispositivo foi obtido com um
espectrémetro fabricado pela Ocean Optics, modelo HR 4000, sendo os
dados coletados e armazenados em um computador.

[050] Conforme apresentado na figura 4, o espectro de luz emitida pelo
dispositivo eletroluminescente, objeto da presente invencdo, obteve
maxima intensidade para o comprimento de onda de 534 nm e pureza de
cor verde de 83%.

[051] Finalmente, a figura 5 apresenta o resultado da caracterizagao
elétrica e Optica de um dispositivo produzido com uma unica etapa de
processamento, onde o material aqui apresentado foi depositado sobre uma
folha de niquel e, nesta unica etapa de processamento, o eletrodo
transparente foi espontaneamente formado. Deste modo, a presente
invengcdo também introduz a metodologia de fabricagdo de dispositivos

eletroluminescentes com uma unica etapa de processamento.
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REIVINDICAGOES

COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE caracterizado por

compreender uma matriz condutora processada por rota liquida que

inclui entre 0,04 a 1,0% em massa de um polimero condutor, entre 1,8

a 9,0% em massa de um silicato organicamente modificado e entre

90,0 a 98,0% em massa de um luminéforo luminescente.

COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE, de acordo com a

reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato do polimero condutor

compreender o poli (3,4-etileno dioxitiofeno):poli(estireno sulfonado)

(PEDOT:PSS) com condutividade elétrica de até 1000 S/cm.

COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE, de acordo com a

reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato do silicato organicamente

modificado compreender o 3-glicidiloxipropil-trimetoxisilano (GPTMS).

COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE, de acordo com a

reivindicacao 1, caracterizado pelo fato do luminéforo ser selecionado

dentre Zn,SiO4:Mn, ZnS:Ag, e outros materiais para a produgédo de

CRTs (Cathode Ray Tube) ou FED (Field Emission Displays).

COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE, de acordo com a

reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato do Iumindforo ser

nicroparticulado ou nanoparticulado.

METODO DE OBTENCAO DO COMPOSITO

ELETROLUMINESCENTE reivindicado em 1, caracterizado por

compreender as etapas de:

a) mistura de etanol e do silicato organicamente modificado, com a
agitagdo em condigdo de refluxo a uma temperatura de 80 °C
durante 30 minutos;

b) hidrélise da solucdo com a adi¢gdo de uma solugao de acido nitrico
(HNO3 63%) em agua deionizada;

c) mistura € mantida sob agitacdo mecanica em condicao de refluxo a

uma temperatura de 80 °C durante 4 horas;
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d) solucdo de silicato organicamente modificado é diluida com a
adicdo de agua deionizada até a concentragdo de 30 mg/mi;

e) adicdo de 5,0% v/v de etileno glicol na solugcdo do polimero
condutor, sendo mantida em agitagdo mecanica durante 30
minutos;

f) adicdo de 2,0% a 10,0% em massa de polimero condutor e de
90,0% a 98,0% em massa de silicato organicamente modificado,
sendo mantido sob agitacdo mecanica durante 12 horas;

g) adicao de po inorganico eletroluminescente na propor¢ao de 90% a
98% da massa total do compdsito eletroluminescente, sendo a
suspensao resultante mantida sob agitagdo mecanica durante 30
minutos.

DISPOSITIVO ELETROLUMINESCENTE  UTILIZANDO DITO

COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE REIVINDICADO EM 1,

caracterizado pela deposicdo do material ativo sobre um substrato

contendo um eletrodo transparente e condutor ser feita por meio de

gotejamento, com a formagdo de um filme do material condutor e

transparente sobre dito compdsito eletroluminescente.

DISPOSITIVO  ELETROLUMINESCENTE  UTILIZANDO DITO

COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE REIVINDICADO EM 1,

caracterizado pelo fato da deposicao do material ativo sobre um

substrato contendo um eletrodo transparente e condutor ser feita

utilizando técnicas de impressao grafica.
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RESUMO
COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE, METODO DE OBTENGAO DO
COMPOSITO ELETROLUMINESCENTE E DISPOSITIVO
ELETROLUMINESCENTE UTILIZANDO O DITO COMPOSITO
E descrita a patente de invencdo de um compédsito eletroluminescente
insoluvel e de elevada estabilidade quimica apds o processamento, que
permite depositar eletrodos produzidos a partir de solugdes tanto polares
como apolares diretamente sobre a camada ativa do dispositivo, sendo
potencialmente util para a fabricacado de dispositivos utilizando a técnica de
impresséo grafica, por ndo haver seletividade com relagdo aos materiais
que podem ser depositados sobre o material ativo. Além disso, a presente
invencdo descreve um processo de obtencdo de dispositivos
eletroluminescentes que emprega apenas uma etapa de processamento,
durante a qual a camada ativa do dispositivo e o eletrodo transparente sao

obtidos simultaneamente.
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